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Одним  из  преимуществ  использования  солнечных  батарей  является 
тот факт, что фотоэлектрические электростанции (ФЭС) самые экологически 





‐  низкие  текущие расходы  (благодаря отсутствию подвижных частей, 
ФЭС не требуют особого ухода); 




















преобразования  от  уровня  освещенности,  требуются материалы  высокой 











хрупкие,  требуют дополнительной  защиты,  но  значительно дешевле  пла‐
стин из других материалов. 











счет  оптимизации  технологии  их  изготовления,  например  изготовление 
структур ПДП (полупроводник‐диэлектрик‐полупроводник). Данный метод 













Наноструктурированная  поверхность  является  предельным  случаем 
текстурирования.  Такая  поверхность  обладает  максимальной  величиной 
поверхности, поэтому изучение возможности использования полупровод‐








фотовольтаики,  благодаря уникальному  свойству –  запрещенная  зона  InP 
соответствует энергии фотонов максимума излучения солнечной радиации 
[6].  
Образцы  очищались  и  подвергались  анодному  электролитическому 
травлению. Электролитом служили водные и спиртовые растворы кислот.  





мической  обработке  в  бромистой  кислоте  при  освещении  вольфрамовой 
лампой. Экспериментальным путем установлено оптимальную концентра‐






Рис.1  демонстрирует  морфологию  текстурированной  пластины  фос‐
фида индия. Из рисунка видно, что на поверхности монокристалла образу‐













Полученные  текстурированные  слои  характеризуются  значительным 
увеличением площади поверхности полупроводника, что дает им преиму‐
щества  перед  классическими материалами фотовольтаических  устройств. 
Кроме того, наклон граней пирамид значительно уменьшает коэффициент 
отражения света от рабочей поверхности. Данное свойство позволит изго‐





























‐  установлены  оптимальные  условия  формирования  пирамидальных 
кластеров на поверхности InP; 
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